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"UN DISPOSITIVO SEMICONDUCTOR DEL TIPO DE EFECTO 
'DECAMPO"'

E ste invento se r e f ie r e  a elementos lág ico s  v e r­
s á t i l e s  que u t i l iz a n  e l p rinc ip io  de efecto de campo de 
puerta aislada.

Los dispositivos de efecto de campo del tipo de 
5 puerta aislada están caracterizados por un sustrato semi­

conductor de un tipo de conductividad y un par de áreas 
semiconductoras estrechamente espaciadas del tipo de con­
ductividad opuesto la s  cuales pueden estar, por ejemplo, 
difundidas en el sustrato . Un material a islan te, ta l  como 

10 diáxido de s il ic io , es depositado sobre los materiales
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semiconductores y -una puerta metálica es depositada sobre 
el material aislan te sobre el canal de material de sus­
tra to  que está entre la s  dos áreas semiconductoras difun­
didas. Una de la s  áreas difundidas se designa como la  

5 fuente y puede tener aplicado a e lla  un potencial de t i e ­
r ra , y l a  o tra  área difundida, designada como el drenaje, 
está acoplada a través de una resis tencia  a una fuente de 
potencial de polarización de una polaridad opuesta a l a  
de su tipo de conductividad. Cuando se aplica a la  puerta 

10 metálica un potencial de la  misma polaridad que l a  del
potencial de polarización, induce en el canal una región 
superficial de tipo de conductividad opuesto, conectando 
con ello eléctricamente la  fuente al drenaje para propor­
cionar un camino de baja impedancia.

15 Durante más de una década, los diseñadores de
circuitos lógicos han estado tratando de idear elementos 
lógicos "universales" v ersá tile s  de materiales semicon­
ductores de bajo coste. En l a  mayoría de los casos, la s  
ten tativas se caracterizaron por circuitos constituidos 

20 por componentes individual.es semiconductores y pasivos. 
Las mejoras en l a  tecnología de la  fabricación permiten 
hoy día producir muchos de estos circuitos en forma in te ­
grada; no obstante, en cada una de la s  ten tativas conoci­
das para idear elementos lógicos universales, se u t i l i -  

35 zan un número excesivamente grande de elementos semicon­
ductores en el elemento lógico, muchos de los cuales no 
son operables funcionalmente para muchas de las  formas 
lógicas que puede adoptar el elemento. Estos elementos 
lógicos universales son tan ineficaces en la  u tilizac ió n  

3Q de los componentes individuales en ellos, que han tenido
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poco o ningán empleo en equipos comerciales.
En consecuencia, un objeto principal del presente 

invento es proporcionar un elemento lógico v ersá til que 
está especialmente bien adaptado a la  fabricación en una 

5 pieza y en el cual se usan de un modo muy eficaz los ele­
mentos semiconductores que forman parte del mismo.

Otro objeto del presente invento es proporcionar 
un elemento lógico mejorado que u t i l iz a  el principio de 
efecto de campo de puerta aislada.

10 Estos objetos se logran en una realización del
presente invento mediante el uso de un dispositivo de 
efecto de campo del tipo de puerta aislada el cual está 
caracterizado por una fuente y dos o más drenajes asocia­
dos con la  fuente. Una pluralidad de puertas metálicas 

15 están conectadas entre la  fuente y cada drenaje, y una 
pluralidad de puertas metálicas acoplan los dos drenajes 
entre s í , .  Cada drenaje está conectado a su fuente de po­
tencial de polarización inverso por medio de una, impedan- 
cia, de preferencia en forma de una t i r a  alargada de ma- 

20 te r ia l  semiconductor difundido del mismo tipo de conduc­
tividad que el drenaje. Esta realización proporciona fun­
ciones lógicas con inversión.

En o tra realización, se han provisto una fuente 
y dos drenajes, para lograr funciones lógicas seguidoras 

25 de fuente.
Los anteriores y otros objetos, características 

y ventajas del. invento se pondrán de manifiesto de la  
descripción más detallada que sigue de realizaciones pre­
feridas del invento, t a l  como se han ilustrado en los di— 

33 bujos que se acompañan.
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En. los dibujos:
La Fig. 1 es una v is ta  en planta de une. forma 

del elemento lógico mejorado;
La Fig. 2 es un corte vertica l a lo  largo de la  

lín ea  2-2 d e 'la  Fig. 1;
La Fig. 3 os un corte v ertica l a lo  largo de la, 

lín ea  3-3 de la  Fig. 1;
La Fig. 4 es una v is ta  en planta del elemento 

semiconductor mejorada de l a  Fig. 1 empaquetado en l a  
forma que se designa corrientemente en l a  industria como 
"paquete plano-".

Las Figs. 5-9 son v istas  esquemáticas de sigua­
nas de la s  configuraciones lógicas que puede adoptar el 
elemento mejorado de la s  Figs. 1—3.

La Fig. 10 es una v is ta  en planta de o tra  forma 
que puede adoptar el elemento lógico mejorado; y

La Fig. 11 ilu s tra  esquemáticamente una p lu ra li­
dad de los elementos lógicos mejorados fabricados sobre 
un sólo sustra to .

El elemento lógico mejorado de la s  Figs. 1-3 
incluye un sustrato 1 que, en la  realización preferida, 
es un sustrato de material semiconductor de s ilic io  del 
tipo  de conductividad E. Por medio del procedimiento usual 
de difusión, se forman una fuente 2 y un par de drenajes 
3 y 4, todos de un tipo de conductividad P, sobre el sus­
tra to  1. La fuente 2 está aislada eléctricamente de los 
drenajes 3 y 4 por un canal muy estrecho 5 del material 
de sustrato del tipo de conductividad N. el cual se extien­
de desde e l borde de l a  derecha de l a  Fig. 1 al borde de 
l a  izquierda e incluye secciones 6, 7, 8 y 9 de forma de U.



Una prolongación 10 del canal 5 que se extiende hacia 
arriba, en general de forma de N, aislada eléctricamente 
los drenajes 3 y 4 entre sí# Se han provisto resisten­
cias de carga 15 y 16 en forma de t i r a s  alargadas y estre— 

5 chas de material P difundido que se extienden desde sus
respectivos drenajes hasta contactos 17 y 18. Los contac­
tos estén conectados a terminales 19 y 20 de alimentación 
de polarización inversa.

La fuente 2 está conectada eléctricamente a un 
10 contacto metálico 21 e l cual está a su vez conectado a l 

potencial de t ie r r a .
Terminales de salida Z1 y Z2 en forma de contactos 

metálicos 22 y 23 están conectados eléctricamente a. sus 
respectivos drenajes e impedancias de carga 3, 16 y 4,

15 15.
Usualmente, la  región 1 de sustrato está conecta­

da a l potencial de t ie r ra .
Con referencia en particu lar a la s  Figs. 2 y 3, 

se verá que el sustrato 1, l a  fuente y los drenajes t ie -  
30 nen superpuesta una película de material aislan te 30 ta l  

como de dióxido de s i l ic io . Un par de puertas metálicas 
alargadas A y B están depositadas sobre la  parte superior 
de l a  película aislante 30 inmediatamente por encima de 
la  sección 9 de canal de forma de U para controlar el 

25 acoplamiento eléctrico de la  fuente 2 al drenaje 3 cuando 
se aplican a ellas potenciales de polarización de la  po­
laridad apropiada.

De un modo sim ilar, se han provisto puertas me­
tá lic a s  C y D para acoplar eléctricamente la  fuente 2 al 

30 drenaje 3# y 'se han provisto puertas H, I  y 10 para oontro-
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l a r  el acoplamiento eléctrico de la  fuente 2 a l drenaje 4* 
Con referencia en particu lar a l a  Fig. 1, se  verá 

que la s  puertas metálicas E, F y G se han provisto para 
controlar el acoplamiento eléctrico del drenaje 3 s i  dre- 

5 naje 4 cuando se aplican a ellas potenciales de polariza­
ción de nivel y polaridad adecuados.

En la  Fig. 4 se ha representado el elemento semi­
conductor mejorado de la s  Figs. 1-3 montado en una estruc­
tu ra  35 de soporte de paquete plano que tiene una plura- 

10 lidad  de conductores de entrada A'-K' inclusive, conduc­
tores de sa lida  Z l' y Z2', y conductores de alimentación 
de energía e léc tric a  36, 3? y 38. Hilos conductores 39 
y terminales 40 conectan las  puertas y los contactos del 
elemento de la  Fig. 1 a conductores correspondientes de 

15 l a  estructura 35 de soporte de paquete plano.
A continuación se expondrá con detalle el funcio­

namiento del elemento lógico mejorado de l a  Fig. 1 . Se 
supondrá que los contactos 17, 18 y 21 están conectados 
a sus respectivos potenciales de alimentación y que la s  

20 puertas A—H inclusive, tienen aplicado a e llas potencial 
de t ie r r a .  Cuando se aplica el potencial de t ie r r a  a una 
puerta metálica ta l  como la  A, e l material del tipo  N en 
el canal 9 proporciona una impedancia e léc trica  muy a lta  
entre la s  áreas adyacentes del tipo P de l a  fuente 2 y 

25 el drenaje 3. Con l a  fuente 2 aislada eléctricamente de
los drenajes 3"y 4, el potencial negativo en los termina­
le s  19 y 20 será aplicado a lo s terminales de salida Z1 y 
Z2 por medio de la s  impedancias de carga 15 y 16 y de los 
contactos 22 y 23.

y  Si se aplica un potencial negativo, por ejemplo,
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12 voltios negativos, a l a  puerta A, inducirá en la  super­
f ic ie  superior (Fig. 2) de la  sección 9 de canal inmedia­
tamente bajo ella., una región de tipo P que proporciona 
conexión eléctrica de muy baja impedancia entre la  fuente 

5 2 y el drenaje 3, con lo  que es aplicado potencial de t ie ­
r ra  desde la  fuente 2 al drenaje 3 y por consiguiente al
terminal de salida Zl.

En lo que sigue se indicarán la s  dimensiones ade^ 
cuadas para la s  diversas sección del elemento lógico semi- 

10 conductor mejorado de la s  Figs. 1-3; no obstante, se apre­
ciará que se han dado únicamente a manera de ejemplo y que
pueden ser convenientemente modificadas por los expertos 
en la  técnica sin desviarse del verdadero esp íritu  ni re­
basar el alcance del invento.

15 Las anchuras de l a  sección transversal de las  re­
sistencias de carga alargadas 15 y 16 puede ser del orden 
de 0,025 mm. La relación de anchura a longitud de las  par­
tes  de los canales 6-10 inclusive, que están bajo una 
puerta respectiva A**K deberá ser del orden de 90:1. La 

20 separación mínima de difusión deberá ser del orden de 
0,0125 mm. Una resistiv idad  de sustrato adecuada puede 
ser del orden de 10 ohmios-centímetro. La resistiv idad  de 
lámina puede ser del orden de 2,5 ohmios en cuadro para 
una difusión de tipo N sobre tipo P ó, alternativamente,

25 de 5,5 ohmios en cuadro para una difusión de tipo P sobre 
tipo  N. La película aislan te 30 puede tener un espesor 
del orden de 2.000 a 4000 j¡L Las resistencias de carga 
15 y 16 pueden tener valores de resistencia del orden 
de 4.000 ohmios cada una de e lla s . Una profundidad de di- 

30 fusión adecuada puede ser del orden de 3 mieras. La anchur-
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ra  de difusión de tipo P puede ser del orden de 0,075 mm.
Se apreciará que los tipos de conductividad del 

material de sustrato y la s  áreas de difusión pueden ser 
invertidos. La polaridad de l a  alimentación de polariza- 

5 ción y de la,s señales de control serían asimismo in v erti­
das.

Las decisiones lógicas típ icas que pueden to­
marse con el elemento semiconductor mejorado de la s  ¿Igs. 
1-3 se han representado en la s  Figs. 5-9 inclusive. La 

10 Fig. 5 muestra l a  decisión lógica general tomada por el 
elemento, habiéndose supuesto que una condición "1" ló­
gica está caracterizada por potencial de t ie r r a  y una 
condición "0" lógica por un potencial negativo de 12 vol­
t io s .

15 Con lo s  po tenc ia les de t i e r r a  "1" lóg icos a p li­
cados a la s  puertas de entrada. A, B, C y no c irc u la rá  
co rrien te  directam ente desde l a  fuente 2 a l drenaje 3*

De un modo sim ilar, cuando se aplican los poten­
ciales de t ie r ra  de "1" lógico a las  puertas E, F y G, no 

SO se establece conexión e léc trica  entre lo s drenajes 3 y 
4.

Cuando se aplican potenciales de t i e r r a  "1" ló­
gico a la s  "puertas H, I ,  J y K, no se establece conexión 
e léc trica  entre l a  fuente 2 y el drenaje 4- 

25 En consecuencia, los terminales de salida Z1 y
Z2 tienen un "0" lógico (potencial negativo de 12 voltios) 
aplicado a ellos cuando la s  puertas A-E inclusive están 
a potencial de t ie r ra . Por ejemplo, s i se aplica un po­
tencia l negativo de 12 voltios ("0" lógico) a cualquier 

30 puerta A-D, será aplicado el potencial de t ie r r a  airecta-
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*

mente desde la  fuente 2 a l terminal de salida Zl, pero 
no al terminal de salida Z2. Si se aplica un "O" lógico 
(potencial negativo de 12 voltios) a cualquier puerta E,
F ó G y a uno de los conductores H, 1, J o K, se exten- 

5 derá e l potencial de t ie r r a  al terminal de salida Zl por 
medio de la  fuente 2, el drenaje 4, el drenaje 3 y, por 
supuesto, secciones apropiadas del canal 5.

La aplicación de una sedal de "0" lógico (poten­
c ia l negativo de 12 voltios) a cualquiera de los conuac- 

10 tos de entrada H-J aplicará potencial de t ie r ra  al termi­
nal de salida Z2. De un modo sim ilar, la  aplicación de 
una señal de "0" lógico a cualquiera de los contactos A- 
D y a cualquiera de los contactos E-G aplicará potencial 
de t ie r ra  al terminal de salida Z2.

15 A si, e l  p rinc ip io  básico del funcionamiento
del elemento de la  Fig. 1 está caracterizado por una de­
cisión lógica en tre s  niveles seguida por etapas de inver­
sión como se ha ilustrado en l a  Fig. 5.

Otras posibles funciones lógicas representadas 
20 en la s  Figs. 6-9 se logran efectuando ciertas conexiones 

externas en el elemento lógico de l a  Fig. 1.
De un modo más particu lar, se conectan los conr- 

tactos H, J y K de la  Fig. 6 a potencial de t ie r ra  pa­
ra  evitar paso de corriente directamente desde la  fuente 

25 2 al drenaje 4* Esto dá por resultado que la  salida Zl efec
tá a  una función de inversión "Y** con respecto a la s  en­
tradas A-B.. La salida Z2 proporciona una función lógica 
de inversión Y/6 con respecto a la s  entradas A-D y E-G.

En l a  configuración ló g ic a  i lu s tra d a  en l a  F ig . 
y  7 , cualquiera o más de uno de lo s  contactos H, I ,  J  y K
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está unido eléctricamente a un potencial negativo de 12 
v o ltio s, extendiendo con ello el potencial de tierno, desde 
l a  fuente 2 a l drenaje 4* con lo que se proporciona un 
circuito de inver s i én Y de 7 vías con respecto a lo s con- 

5 tactos A-G, inclusive, y a l a  sa lida  Zl.
Para lograr l a  configuración lógica ilu strada  en 

la  Fig. 8, se conectan los contactos B, F, G e I ,  J , K a 
potencial de t ie r r a  y se conecta el terminal de salida 
Zl al terminal de entrada H. Zl proporciona entonces una 

10 función de inversión Y con respecto a los conductores
de entrada A, B, C y D, y el terminal de salida Z2 propor­
ciona una, función de no inversión Y con respecto a los 
terminales de entrada A, B, C y D, con lo que se logran 
señales de salida complementarias.

15 La disposición de enganche biestable ilustrada en
l a  Fig. 9 se rea liza  conectando los contactos E, m, y G 
a potencial de t ie r ra , conectando el terminal de salida 
Zl al terminal de entrada E y conectando el terminal de 
salida Z2 a l terminal de entrada D. Se ha, provisto un 

33 enganche biestable de 3 vías de entrada de poner y repo­
ner, y el enganche incluye salidas complementarias %1 y 
Z2. Se apreciará que un grupo de entradas será l a  fuente 
de entradas de poner y el otro la  fuente de entradas de 
reponer. Si solamente se desea una entrada de poner y una 

25 entrada de reponer, los contactos B, 0, I  y J  pueden ser 
conectados al potencial de t ie r r a  con lá s  tínicas entra­
das de poner y reponer conectadas a los contactos A y K.

Se apreciará que pueden lograrse otras configu­
raciones lógicas conectando arbitrariamente varias entrar- 

30 das a potenciales de t ie r r a  o negativo de 12 voltios y
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mediante interconexiones adecuadas entre los termina3.es 
de entrada y de salida, y que la s  configuraciones ilu s­
tradas en la s  Figs. 5-9 se han dado a manera de ejemplo.

Lo que se cree que es de considerable importanr- 
5 cía es el uso eficaz de lo s  elementos semiconductoras en 

cada una de la s  configuraciones lógicas que puede adoptar^ 
el circuito y la  consiguiente economía del elemento lógi­
co. De un modo más especial, puede verse que se u tilizan  
l a  Atente, ambos drenajes y la s  resistencias de carga 15 

10 y 16 en cada configuración lógica ilu strada .
Se apreciará que pueden proveerse drenajes adicio­

nales similares a los drenajes 3 y 4- cuando se deseen lo­
grar deicisiones lógicas mucho más complejas y variadas.
Se usará l a  misma fuente para  cada uno de lo s  d renajes,

15 y cada drenaje tendrá su respectiva resistencia  similar 
a la  resistencia 15, su respectivo juego de contactos de 
entrada ta l  como A-D, y contactos de acoplamiento entre 
s í de drenajes ta le s  como E-G. Se apreciará asimismo que 
el número de contactos en cada grupo ta l  como A-D, H-J y 

20 E-G puede ser convenientemente aumentado o disminuido.
Además, la  selección a rb itra ria  de los niveles 

de señal de tierra, y de 12 voltios negativos como condi­
ciones lógicas de "(¡M* y "1" modifican la s  funciones lógi­
cas ejecutadas po r'lás diversas configuraciones de c ir-  

25 cuito.
La Fig. 10 i lu s tra  una segunda realización en 

l a  cual pueden proveerse una fuente y dos drenajes o bien 
un drenaje y dos fuentes. Puesto que el uso de una fuente 
y dos drenajes se ha estudiado detenidamente con respecto 

30 a l a  realización de la  Fig. 1, no se repetirá  detallada-
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mente con respecto a l a  realización de l a  Fig. 10* -¿s 
suficiente que se aprecie que la s  correspondientes re­
giones semiconductoras de la s  Figs. 1 y 10 pueden ser 
controladas para que operen de manera idéntica*

5 El tínico cambio esencial es l a  reducción en la
Fig* 10 del área de l a  región correspondiente a l a  fuen­
t e  2 en l a  Fig. 1* Esto es de escasa significación cuan­
do el elemento de la  Fig. 10 se hace operar de la  manera 
descrita  en lo  que antecede con respecto a l a  Fig. 1 . No 

10 obstante, como s e  verá a continuación ese cambio es ne­
cesario cuando esa región está conectada a una alimenta­
ción de 12 vo ltios negativos para proporcionar un modo 
de operación de seguidor de fuente. El sustrato , como se 
ha indicado anteriormente, está usualmente conectado a 

15- potencial de t ie r ra ;  y el sustrato y esa región forman
un elemento capacitivo en forma de una unión de diodo po­
larizada inversamente. Esta capacidad debe hacerse míni­
ma disminuyendo el área de l a  unión.

A continuación se describirá la  realización de 
20 l a  Fig. 10 con respecto a su funcionamiento como un dispo­

sitivo  seguidor de fuente. A la s  partes que se correspon­
den físicamente de los elementos de las  Figs. 1 y 10 se 
han asignado números y le tra s  de referencia sim ilares.

Así y el elemento de la  Fig. 10 incluye un sus- 
25 tra to  1 de materia], semiconductor del tipo de conductivi­

dad K. Un drenaje 2, fuentes 3 y  4 y  resistencias 15 y  16 

de conductividad de tipo P están difundidas en el sustra­
to .  EL drenaje está conectado a un terminal de alimenta­
ción negativo y la s  resistencias 15 y 16 están conecta- 

30 das a potenciales de t ie r r a .
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Puertas A-D, H-K y E-G controlan la  conductivi­
dad e léctrica entre el drenaje 2 y l a  fuente 3, el arena- 
je  2 y l a  fuente 4, y la s  fuentes 3 y 4, respectivamente. 
Cuando se aplica potencial de t ie r ra  a cada puerta, no se 

5 establece conexión e léctrica  entre la s  regiones P a la s  
cuales está superpuesta. Cuando se aplica a una puerta 
un potencial negativo adecuado, ésta conecta eléctrica­
mente la s  regiones de tipo P a la s  que está superpues­
ta .

10 Normalmente, los terminales de salida Z1 y Z2
tienen aplicado potencial de t ie r ra  por medio de la s  re­
sistencias 16 y 15, respectivamente. Cuando una de la s  
puertas A-D tiene aplicado a e lla  un potencial negativo, 
aplica la  alimentación de 12 voltios negativos al termi- 

15 nal Z1 por medio del drenaje 2 y l a  fuente 3. Un potencial 
negativo en una de la s  puertas H-K aplica l a  alimentación 
de 12 voltios negativos al terminal de salida Z2 por me­
dio del drenaje 2 y l a  fuente 4. Un potencial negativo en 
una de la s  puertas E-G conecta eléctricamente l a  fuente 

<8 3 a l a  fuente 4.
Por consiguiente, se verá que la  realización de 

l a  Pig. 10 operada en forma de un seguidor de fuente ten­
drá un principio básico de funcionamiento sim ilar al de 
l a  configuración lógica de la  Fig. 5, excepto en que no 

25 hay funciones de inversión. Análogamente, esta realiza­
ción puede ser dispuesta para ejecutar funciones lógicas 
similares a la s  representadas en las  Figs. 6 y 7 con la s  
funciones de inversión suprimidas. Puesto que no pueden 
obtenerse señales invertidas, esta realización no puede 

30 ejecutar funciones similares a la s  representadas en la s
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Figs. 8 y 9.
La Fíg. 11 i la s tr a  esquemáticamente la  foimaoión 

de tre s  de*los elementos lógicos mejorados 50, 51 y 52 so- 
Lre un sólo sustrato 53- Se ha representado el elemento
50 en forma de un seguidor de fuente; y lo s elementos
51 y 52 en forma de bloques de inversión.

Además, se ha representado el elemento 52 con 
tre s  partes de drenaje 54-y 55 y 56. Cada uno de eso¡3 dre­
najes está acoplado a la  fuente 57 mediante juegos respec­
tivos de puertas 60, 6l y 62. Los drenajes 54 y 55 están 
acoplados mediante*puertas 63. Los drenajes 55 y 56 es­
tán  acoplados mediante puertas 64.

En la  práctica comercial, l a  formación de una 
pluralidad de elementos lógicos sobre un sólo sustrato 
con una configuración f ís ic a  del tipo representado en la  
Fig. 10 permite el uso de cada elemento ya, sea como un 
bloque funcional de inversión o ya sea como un bloque fun­
cional de no inversión. La selección se hace simplemente 
mediante l a  conexión externa de lo s  dos terminales de a l i ­
mentación a cada elemento. Este forma l a  base para un ele­
mento lógico verdaderamente universal y extremadamente ver­
s á t i l .

Aunque el invento se ha representado y descrito 
en p articu lar con referencia  a realizaciones preferidas 
del mismo, comprenderán los expertos en l a  tácnica que 
pueden efectuarse en él los anteriores y otros cambios 
en forma y en deta lle , s in  desviarse del esp íritu  n i re­
basar el alcance del invento.

La presente so licitud , que corresponde a l a  
presentada en Estados Unidos de América, el 8 de Septiem-
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bre de 1.965, bajo el na. 485.761, se acoge a los benefi­
cios del artículo- 51 deí vigente Estatuto sobre Propie­
dad Industria l.

N O T A

5 Los puntos de invención propia y nueva, que
se presentan para que sean objeto de esta solicitud de 
Patente de Invención en España, por VEINTE años, son los 
siguientes:

1 .-  Na dispositivo semiconductor del tipo de
10 efecto de campo, de puerta aislada, que comprende: un 

sustrato semiconductor de un tipo de conductividad; una 
primera región semiconductora del tipo de conductividad 
opuesto formado en una superficie del sustrato; regiones 
semiconductoras segunda y tercera  de dicho tipo de conduc- 

15 tividad opuesto formadas en dicha superficie de sustrato, 
situada cada una de ellas inmediatamente adyacente a una 
parte respectiva de la  primera región e inmediatamente 
adyacentes entre s i; incluyendo el sustrato una parte de 
canal alargado estrecho en dicha superficie interpuesto 

23 entre las  tre s  regiones y que la s  a is la  eléctricamente
entre s í; impedancias de carga acopladas a dichas regio­
nes segunda y tercera; terminales de salida primer y se­
gundo conectados eléctricamente a las  regiones segunda y 
tercera  respectivamente; un potencial operante que tiene 

25 un par de terminales; uno de los cuales está conectado a
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l a  primera región, y el otro de los cueles está conectado a 
la s  impedancias de carga; una pelícu la de material aislan­
te  superpuesta al sustrato y a dichas regiones; y una 
pluralidad de medios de puerta metálicos alargados en la  

5 película a islan te  y aislados eléctricamente del sustrato 
semiconductor y de la s  regiones, estando cada puerta 
situada sobre una sección respectiva deL canal que separa 
a un par respectivo de regiones, y siendo sensible a se­
ñal es de entrada de una polaridad y de un nivel seleccio­

no nados para inducir en l a  superficie yuxtapuesta del canal 
una parte de dicho tipo de conductividad opuesto para co­
nectar eléctricamente dicho par respectivo de regiones 
entre s í .

2 .- El dispositivo semiconductor descrito en 
15 e l Punto 1 en que: los terminales de potencial operante

aplican un potencial de referencia a l a  primera región se 
mi conductora y un potencial de polarización inverso a la s  
regiones semiconductoras segunda, y te rcera , operando con 
ello el elemento semiconductor en un modo invertido.

20 3 .- EL dispositivo semiconductor descrito en
el Punto 1, en que: los terminales de potencial operante 
aplican un potencial de referencia a la s  regiones semi­
conductoras segunda y te rcera  y un potencial de polari­
zación inverso a la s  primeras regiones semiconductoras 

25 para operar el elemento semiconductor en un modo no in ­
vertido .

4-.— EL dispositivo semiconductor descrito en 
el Punto 1, en que dicha pluralidad de medios de puerta, 
incluye: grupos primero, segundo y tercero de puertas s i -  

30 tuadas sobre secciones de canal respectivas que separan
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la s  regiones semiconductoras primera y segunda, primera 
y tercera, y segunda y tercera, respectivamente.

5. -  EL dispositivo semiconductor según el Punto 
4 juntamente con: medios conectados a algunas de dichas

$ puertas seleccionadas y terminales de salida para operar 
el elemento según una seleccionada de una pluralidad de 
configuraciones lúgicas disponibles.

6. -  En dispositivo semiconductor del tipo de 
efecto de campo, de puerta aislada, que comprende: un sus-

10 tra to  semiconductor de un tipo de conductividad; una p ri­
mera región semiconductora del tipo de conductividad 
opuesto formada sobre una superficie del sustrato y adap­
tada para conexión con un terminal de un potencial operan­
te ; regiones semiconductoras segunda y tercera de dicho 

15 tipo de conductividad opuesto formadas sobre dicha super­
f ic ie  de sustrato, situada cada una de ellas inmediata­
mente adyacente a una parte respectiva de la  primera re­
gión e inmediatamente adyacentes entre s í; incluyendo el 
sustrato una parte de canal alargado estrecho en dicha su— 

20 perficie  interpuesto entre las  tre s  regiones y que la s  ais- 
l a  eléctricamente entre s í; impedancias de carga acopladas 
a dichas regiones segunda y tercera y adaptadas para co­
nexión con otro terminal del potencial operante; termina­
le s  de salida primero y segundo conectados eléctricamente 

25 a la s  regiones segunda y tercera, respectivamente; una 
película de material aislan te superpuesta al sustrato y 
a ¿ichas regiones; y una pluralidad de medios de puerta 
metálicos alargados sobre la  película aislante y aislados 
eléctricamente del sustrato semiconductor y las  regiones, 

30 estando cada pueta situada sobre una sección respectiva
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del canal que separa a un par respectivo de regiones y 
adaptada para rec ib ir señales de entrada de una polaridad 
y de un nivel seleccionados para inducir sobre la. super­
f ic ie  yuxtapuesta del canal una parte de dicho tipo de 

5 conductividad opuesto para conectar eléctricamente dicho 
par respectivo de regiones entre s í .

7-- Un dispositivo semiconductor integrado del 
tipo de efeoto de campo, de puerta aislada, que comprende: 
un sustrato semiconductor de un tipo de conductividad; y 

10 una pluralidad de elementos lógicos de función málbiple,
incluyendo onda uno de a l menos alguno de dichos elementos: 
una primera región semiconductora del tipo de conductivi­
dad opuesto formada sobre una superficie del sustrato y 
adaptada para conexión con un terminal de un potencial 

15 operante; regiones semiconductoras segunda y te rcera  de 
dicho tipo de conductividad opuesto formadas sobre dicha 
superficie de sustrato , situadas cada una de ellas inme­
diatamente adyacente a una parte respectiva, de l a  prime­
ra  región e inmediatamente adyacentes entre s í; una parte 

20 de canal alargado estrecho de dicha superficie de sustrar- 
to intexpuesta entre la s  tre s  regiones y que la s  a ís la  
eléctricamente entre s í; impedancias de carga acopladas 
a dichas regiones segunda y tercera  y adaptadas para co­
nexión con otro terminal del potencial operante; termina- 

25 le s  de salida primero y segundo conectados eléctricamente 
a la s  regiones segunda y te rcera  respectivamente; una 
película de material a islan te superpuesta al sustrato y 
a dichas regiones; y una pluralidad de medios de puerta 
metálicos alargados sobre l a  película aislan te y aislar- 

30 dos eléctricamente del sustrato semiconductor y de la s
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regiones, estando situada cada puerta sobre una sección 
respectiva del canal que separa a un par respectivo de 
regiones y adaptada para rec ib ir señales de entrada de 
una polaridad de un nivel seleccionados y de un nivel 

5 para inducir sobre l a  superficie yuxtapuesta del-canal 
una parte de dicho tipo de conductividad opuesto para 
conectar eléctricamente dicho par respectivo de regio­
nes entre s í .

8 . -  EL d ispositivo  integrado según e l Punto
10 7, en que cada p lu ra lid ad  de puertas asociadas con un

elemento lógico de funciones múltiples, respectivo, in­
cluye: grupos primero, segundo y tercero de puertas s i­
tuadas sobre secciones de canal respectivas separando 
la s  regiones semiconductoras asociadas primera y segunda, 

15 primera y tercera, y segunda y tercera, respectivamente.
9. -  EL dispositivo integrado según el Punto 8 

juntamente con: medios conectados a algunas seleccionadas 
de dichas puertas y de dichos terminales de salida para 
operar cada elemento lógico de funciones múltiples según

20 una seleccionada de una. pluralidad de configuraciones ló­
gicas disponibles.

10*- Un dispositivo semiconductor del tipo 'de 
efecto de campo, de barrera aislada., que comprende: un 
sustrato semiconductor de un tipo de conductividad; una 

25 fuente dáL tipo de conductividad opuesto difundida en
una superficie del sustrato y que tiene una p erife ria  a la r­
gada irregular; drenajes primero y segundo de dicho tipo 
de conductividad opuesto difundidos en dicha superficie 
del sustrato, que tienen cada uno una p erife ria  alargada 

30 irregu lar situada inmediatamente adyacente a una parte
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a una parte respectiva de l a  p e rife ria  de la  fuente y 
que tiene cada uno una parte irregu lar situada inmediata­
mente adyacente a una parte respectiva de la  p e rife ria  
del otro drenaje; incluyendo el material, del sustrato una 

5 parte de canal alargado estrecho interpuesto entre l a
fuente y cada drenaje; y que a ís la  eléctricamente l a  fuen­
te  de cada drenaje; y que a ís la  eléctricamente lo s dre­
najes entre s í; t i r a s  alargadas primera y segunda de mar- 
te r ia l  semiconductor de dicho tipo de conductividad cpues- 

10 to  difundidas sobre el sustrato , conectadas eléctrica­
mente a los drenajes primero y segundo respectivamente, 
y que forman impedancias de carga para sus drenajes res­
pectivos; terminales de salida primero y segundo conec­
tados eléctricamente a los drenajes primero y segundo res- 

15 pectivamente; una ¿Liment ación de energía eléctrica que 
tiene un par de terminales, uno de los cuales está co­
nectado a l a  fuente y el otro de los cuales está conec­
tado a extremos de la s  impedancias de carga alejados des­
de los extremos que están conectaoss a lo s  drenajes; una,

20 película de material aislan te  superpuesta al sustrato ,
a l a  fuente, a lo s drenajes y a la s  resistencias de car­
ga, y unos medios que incluyen una pluralidad de puertas 
métalicas alargadas depositadas sobre l a  película aislan te  
y aisladas eléctricamente del sustrato , de l a  fuente y 

25 de los drenajes, estando cada puerta situada sobre una
sección respectiva del canal que separa l a  fuente de uno 
de los drenajes o, alternativamente, uno de los drenajes 
de lo s demás, y adaptada para rec ib ir  señales de entrada 
de una polaridad y de un nivel seleccionados para inducir 

30 en la  sección yuxtapuesta del canal un área de dicho tipo
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de conductividad opuesto para conectar eléctricamente sus 
respectivos fuente y drenaje, o par de drenajes.

11..- EL dispositivo semiconductor según el 
Punto 10, en que'dicha pluralidad de puertas incluye:

5 grupos primero y segundo de puertas situados sobre seccio­
nes de canal respectivas que separan la  fuente de los dre­
najes primero y segundo respectivamente, y un te rcer gru­
po de puertas situadas sobre secciones de canal respecti­
vas que separan los drenajes entre s i .

10 12 .- El dispositivo semiconductor según el Pun­
to 11 juntamente con: medios conectados a algunas selec­
cionadas de dichas barreras y de dichos terminales de 
salida para operar el elemento según una seleccionada de 
una pluralidad de configuraciones légicas disponibles.

15 13 .- El dispositivo semiconductor según el Punto 11
juntamente con: medios que conectan el te rcer grupo de 
puertas a dicho terminal de la  alimentacién de energía 
eléctrica , y medios que acoplan reciprocamente los termi­
nales de salida primero y segundo respectivamente a una 

30 puerta en los grupos segundo y primero para operar el 
elemento como un enganche biestable.

14 .- Un dispositivo semiconductor del tipo de 
efecto de campo*; de puerta aislada, que comprende: un 
sustrato semiconductor de un tipo de conductividad; un 

25 drenaje del tipo de conductividad opuesto difundido en una, 
superficie de sustrato y que tiene una p erife ria  alarga­
da irregular; fuentes primera y segunda de dicho tipo 
de conductividad opuesto difundidas en dicha superficie 
del sustrato , que tiene cada una una, perife ria  alargada 

30 irregu lar situada inmediatamente adyacente a una parte
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respectiva de l a  p e rife ria  del drenaje y que tiene cada, 
una, una parte irregu lar situada inmediatamente adyacen­
te  a una parte respectiva de l a  p e rife ria  de la  o tra  fuen­
te ; incluyendo el material de sustrato una. parte.de canal.

5 alargado estrecho interpuesta entre el drenaje y cada 
fuente, y que a ís la  eléctricamente el drenaje de cada 
fuente, y que a ís la  eléctricamente la s  fuentes entre s í; 
t i r a s  alargadas primera y segunda de material semiconduc­
to r  de dicho tipo de conductividad opuesto difundí.das so- 

10 bre el sustrato, conectadas eléctricamente a l a s  fuentes 
primera y segunda respectivamente, y que forman ímpedañ­
ólas de carga para sus fuentes respectivas; terminales 
de salida primero y segundo conectados eléctricamente a 
la s  fuentes primera y segunda respectivamente; una. a l i -  

15 mentación de energía e léc trica  que tiene un par de termi­
nales, uno de los cuales está conectado al arena je y el 
otro de los cuales está conectado a extremos de la s  impe- 
dancias de carga alejados desde los extremos que están 
conectados a la s  fuentes; una película de material a is -  

20 lan te  superpuesta al sustrato, a la s  fuentes, al drenaje 
y a la s  resistencias de carga; y unos medios que incluyen 
una pluralidad de puertas metálicas alargadas depositadas 
sobre l a  película aislan te y aisladas eléctricamente deL 
sustrato , de la s  fuentes y del drenaje, estando situada 

25 cada puerta sobre una sección respectiva del canal que se­
para el drenaje de., una de la s  fuentes, o alternativamente, 
una de la s  fuentes de l a  o tra , y adaptada para rec ib ir 
potenciales de entrada de una polaridad y un nivel selec­
cionados para inducir en l a  sección yuxtapuesta del canal 

30 una zona de dicho tipo de conductividad opuesto para co-
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néctar eléctricamente sus respectivos fuente y drenaje, o 
par de fuentes.

15*- El dispositivo semiconductor según el 
Punto 14, en que dicha pluralidad de barreras incluye:

5 grupos primero y segundo de puertas situadas sobre sec­
ciones de canal respectivas separando el drenaje de las  
fuentes primera y segunda respectivamente; y un te rcer 
grupo de puertas situadas sobre secciones de canal respec­
tivas sopando la s  fuentes entre s í .

10 16.- El dispositivo semiconductor según el Pun­
to 15 juntamente'con: medios conectados a algunos selec­
cionados de dichas puertas y terminales de salida, para 
opear el elemento según una seleccionada de entre una plu­
ralidad de configuraciones lógicas disponibles.

15 17*— Uh dispositivo semiconductor del tipo de
efecto de campo.

Tal y como se ha descrito en l a  Memoria que 
antecede, representado en los dibujos que se acompañan y 
con los fines que se han especificado.

20 Esta Memoria consta de ve in titrés  hojas escri­
ta s  a máquina por una sola cara.

Madrid, S tttN '
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